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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年7月9日(2009.7.9)

【公開番号】特開2007-72447(P2007-72447A)
【公開日】平成19年3月22日(2007.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2007-011
【出願番号】特願2006-214049(P2006-214049)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/1368   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ   1/1368  　　　　
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１９Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１９Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成21年5月26日(2009.5.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極及びゲート線上にゲート絶縁膜を介して形成された第１の半導体膜と、
　前記第１の半導体膜上に形成された絶縁体と、
　前記第１の半導体膜上に前記絶縁体と重ならない位置に離間して形成されたソース領域
及びドレイン領域と、
　前記ソース領域及び前記ドレイン領域上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記絶縁体上に第２の半導体膜を介して形成された遮光膜と、
　前記遮光膜、前記ソース電極、及び前記ドレイン電極上に保護膜とを有し、
　前記絶縁体は前記ソース領域と前記ドレイン領域の間に位置し、
　前記第２の半導体膜、前記ソース領域及び前記ドレイン領域は前記絶縁体により分離さ
れ、
　前記遮光膜、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は前記絶縁体により分離されている
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記ソース領域、前記ドレイン領域及び前記第２の半導体膜は同一
の半導体材料からなり、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記遮光膜は同一の導
電性材料からなることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、前記絶縁体の膜厚は、前記ソース領域および前記ソー
ス電極の積層膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一において、前記絶縁体は、側面と底面がなす角が概略垂直
、又は９０°より大きいことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　ゲート電極及びゲート線上にゲート絶縁膜を介して形成された第１の半導体膜と、
　前記第１の半導体膜上に形成された第１の絶縁体及び第２の絶縁体と、
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　前記第１の半導体膜上に前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体と重ならない位置に離
間して形成されたソース領域、ドレイン領域と、
　前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体上に形成された第２の半導体膜と、
　前記ソース領域、前記ドレイン領域上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記第１の絶縁体上に前記第２の半導体膜を介して形成された遮光膜と、
　前記第２の絶縁体上に前記第２の半導体膜を介して形成されたソース線と、
　前記遮光膜、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース線上に形成された保
護膜と
　前記保護膜上に形成された補助配線及び画素電極とを有し、
　前記第１の絶縁体は前記ソース領域と前記ドレイン領域の間に位置し、
　前記第２の半導体膜、前記ソース領域及び前記ドレイン領域は前記第１の絶縁体により
分離され、
　前記遮光膜、前記ソース電極及び前記ドレイン電極は前記第１の絶縁体により分離され
、
　前記画素電極は前記保護膜に設けられた第１の開口部を介して前記ドレイン電極と電気
的に接続され、
　前記補助配線は前記保護膜に設けられた第２の開口部を介して前記ソース電極と電気的
に接続され、
　前記補助配線は前記保護膜に設けられた第３の開口部を介して前記ソース線と電気的に
接続されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　ゲート電極、ゲート線、及び保持容量線と、
　前記ゲート電極及び前記ゲート線上にゲート絶縁膜を介して形成された第１の半導体膜
と、
　前記第１の半導体膜上に形成された第１の絶縁体及び第２の絶縁体と、
　前記第１の半導体膜上に前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体と重ならない位置に離
間して形成されたソース領域、ドレイン領域と、
　前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体上に形成された第２の半導体膜と、
　前記ソース領域、前記ドレイン領域上に形成されたソース電極及びドレイン電極と、
　前記第１の絶縁体上に前記第２の半導体膜を介して形成された遮光膜と、
　前記第２の絶縁体上に前記第２の半導体膜を介して形成されたソース線と、
　前記遮光膜、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース線上に形成された保
護膜と
　前記保護膜上に形成された補助配線及び画素電極とを有し、
　前記第１の絶縁体は前記ソース領域と前記ドレイン領域の間に位置し、
　前記第２の半導体膜、前記ソース領域及び前記ドレイン領域は前記第１の絶縁体により
分離され、
　前記遮光膜、前記ソース電極及びドレイン電極は前記第１の絶縁体により分離され、
　前記画素電極は前記保護膜に設けられた第１の開口部を介して前記ドレイン電極と電気
的に接続され、
　前記補助配線は前記保護膜に設けられた第２の開口部を介して前記ソース電極と電気的
に接続され、
　前記補助配線は前記保護膜に設けられた第３の開口部を介して前記ソース線と電気的に
接続され、
　前記保持容量線と前記画素電極とが重なる部分でなる保持容量を有することを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項５又は請求項６において、前記ソース領域、前記ドレイン領域及び前記第２の半
導体膜は同一の半導体材料からなり、前記ソース電極、前記ドレイン電極、前記遮光膜、
及び前記ソース線は同一の導電性材料からなることを特徴とする液晶表示装置。
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【請求項８】
　請求項５乃至７のいずれか一において、前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体の膜厚
は、前記ソース領域および前記ソース電極の積層膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする液
晶表示装置。
【請求項９】
　請求項５乃至８のいずれか一において、前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体は、側
面と底面がなす角が概略垂直、又は９０°より大きいことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一において、
　前記第１の半導体膜は、シリコンを主成分とする非晶質半導体からなることを特徴とす
る液晶表示装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至９のいずれか一において、
　前記第１の半導体膜は、シリコンを主成分とするセミアモルファス半導体又はマイクロ
クリスタルからなることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
　第１の導電膜から形成されるゲート電極及びゲート線上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上の一部に絶縁体を形成し、
　前記第１の半導体膜及び前記絶縁体上に第２の半導体膜を形成して前記絶縁体と重なら
ない位置にソース領域及びドレイン領域をそれぞれ同時に形成し、
　前記第２の半導体膜上に遮光性の第２の導電膜を形成して、前記ソース領域上にソース
電極、前記ドレイン領域上にドレイン電極、前記絶縁体上の前記第２の半導体膜上に遮光
膜をそれぞれ同時に形成し、
　前記第２の半導体膜、前記ソース領域及び前記ドレイン領域は前記絶縁体により分離さ
れ、
　前記遮光膜、前記ソース電極及びドレイン電極は前記絶縁体により分離されていること
を特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、前記絶縁体の膜厚は、前記ソース領域および前記ソース電極の積
層膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１４】
　請求項１２又は請求項１３において、前記絶縁体は、側面と底面がなす角が概略垂直、
又は９０°より大きいことを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１５】
　第１の導電膜から形成されるゲート電極およびゲート線上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に第１の半導体膜を形成し、
　前記第１の半導体膜上の一部に第１の絶縁体及び第２の絶縁体を形成し、
　前記第１の半導体膜、前記第１の絶縁体、及び前記第２の絶縁体上に第２の半導体膜を
形成して前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体と重ならない位置にソース領域及びドレ
イン領域をそれぞれ同時に形成し、
　前記第２の半導体膜上に遮光性の第２の導電膜を形成して前記ソース領域上にソース電
極、前記ドレイン領域上にドレイン電極、前記第１の絶縁体上の前記第２の半導体膜上に
遮光膜、前記第２の絶縁体上の前記第２の半導体膜上にソース線をそれぞれ同時に形成し
、
　前記遮光膜、前記ソース電極、前記ドレイン電極、及び前記ソース線上に保護膜を形成
し、
　前記保護膜に第１の開口部、第２の開口部、及び第３の開口部を形成し、
　前記第１の開口部を介して前記ドレイン電極と電気的に接続する画素電極と、前記第２
の開口部を介して前記ソース線と電気的に接続しかつ前記第３の開口部を介して前記ソー
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ス電極と電気的に接続する補助配線とを同時に形成し、
　前記第２の半導体膜、前記ソース領域及び前記ドレイン領域は前記第１の絶縁体により
分離され、
　前記遮光膜、前記ソース電極及びドレイン電極は前記第１の絶縁体により分離されてい
ることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１６】
　請求項１５において、前記第１の絶縁体及び前記第２の絶縁体の膜厚は、前記ソース領
域および前記ソース電極の積層膜の膜厚よりも厚いことを特徴とする液晶表示装置の作製
方法。
【請求項１７】
　請求項１５又は請求項１６において、前記絶縁体は、側面と底面がなす角が概略垂直、
又は９０°より大きいことを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
【請求項１８】
　請求項１２乃至１７のいずれか一において、
　前記第１の半導体膜は、シリコンを主成分とする非晶質半導体からなることを特徴とす
る液晶表示装置の作製方法。
【請求項１９】
　請求項１２乃至１７のいずれか一において、
　前記第１の半導体膜は、シリコンを主成分とするセミアモルファス半導体又はマイクロ
クリスタルからなることを特徴とする液晶表示装置の作製方法。
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